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科学家利用电镀方法实现毫米级厚度单晶铜片制备。

近日，中国科学院院士王恩哥、松山湖材料实验室/北京大学教授刘开辉与合作者突破电镀单晶
铜片技术，首次利用电镀的方法实现毫米级厚度单晶铜片的制备，并提出衬底表面原子台阶诱导
单晶生长的外延电镀新机制。相关研究在线发表于《科学通报》。

单晶铜材料内部不存在晶界且缺陷密度极低，在电力传输、高频通讯、金属靶材等领域具有非常
广阔的应用和市场前景。然而，当前商业化的单晶铜材料是通过切割块体单晶铸锭获得，成本昂
贵且尺寸小，无法满足其规模化应用要求。

电镀技术由于其简单、易操作、低成本、可规模化等优势已经成为现代金属行业的标准加工技术
。但是在传统外延电镀过程中，随镀层厚度增加，缺陷数量的积累会导致孪晶出现，并进一步导
致镀层结构向多晶转变，最终只能获得几微米厚的单晶薄膜。

基于表面调控材料生长动力学的学术思想，研究人员提出一种原子台阶引导原子精准排列的调控
策略，利用简单、易操作且低成本的电镀技术，实现了厚度可达毫米量级的单晶铜片的制备。

该研究利用高指数单晶铜衬底表面原子台阶引导铜原子的精准排列，成功解决了传统外延电镀过
程中镀层缺陷积累导致结构向多晶转变而无法获得厚单晶镀层的问题，实现了毫米级厚单晶铜片
的外延电镀制备。该方法的提出，为金属单晶体材料的工业化应用提供了一种简单、有效、易控
制的规模化制备新方法。

该成果首次利用电镀的方法实现毫米级厚度单晶铜片的制备，为单晶铜材料的规模化生产提供了
新的方法，有望推动单晶铜在高速电子、大功率电气领域的高端应用。其提出的衬底表面原子台
阶诱导金属单晶生长电镀机理与技术，有望推广到其他金属、合金材料的单晶制造，推动工业、
国防、经济等各领域金属材料性能升级。(来源：中国科学报 朱汉斌)

相关论文信息：https://doi.org/10.1016/j.scib.2023.06.023
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